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※概要（Summary）： 
半導体素子の消費電力増大の問題を解決するために、

低電圧で動作する高移動度半導体の研究が盛んに行わ

れている。グラフェンは高移動度、２次元形状といった特

徴を持っており、次世代半導体として有力な候補である。

報告者はグラフェントランジスタ作製プロセスの最適化お

よび高性能化を目的とし、NPF の半導体製造設備を利

用してグラフェントランジスタの作製を行った。 
 
※実験（Experimental）： 
利用した装置 
・真空蒸着装置 
・デバイスパラメータ評価装置 
Si基板上にHOPGグラフェンを貼り付けた試料を別途用

意し、主に NPF 施設にてトランジスタ作製プロセスを行っ

た。ソース・ドレインおよびゲート電極製膜には真空蒸着

装置を用い、電気特性評価の一助としてデバイスパラメー

タ評価装置を利用した。電極材料は主に Ti、Au である。 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
作製したグラフェントランジスタの光学顕微鏡写真を Fig. 
1 に示す。各電極は蒸着・リフトオフによって作製した。ゲ

ート電極は SiO2絶縁膜を介して形成している。本トランジ

スタの電気的特性を Fig. 2 に示す。横軸はゲート電圧、

黒データはドレイン電流、赤データはゲート電流である。

ゲート電圧によって電流が変調されていることがわかる。P
型特性を示し、最大相互コンダクタンスは 400 µS であっ

た。ゲート電流も顕著なもれは見られず、良好な絶縁性を

保っている。 
 
 
 

 
Fig. 1 Microscopic image of graphene transistor 

 

 
Fig. 2 I-V characteristics of the graphene transistor 

 

※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 
ソース・ドレイン・ゲート電極材料と製膜条件の最適化、およ

び微細化を進め、グラフェントランジスタの性能実証をすると

ともに実用化の是非を判断していく。 
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